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DIODA PODCZERWONA CQYP 07F

Dioda podczerwona 7. GaAs/AlGaAs o konstrukcji krawędziowej po

łączona ze światłowodem telekomunikacyjnym o średnicy rdzenia 

4>r - 50 /um i aperturze numerycznej MA = 0,2, Mośe być stoso

wana w  łączach śv/iatłowodov/ych krótkiego i średniego zasięgu.

Rys. 1 Schemat i fotografia diody CQYP O^F
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WARTOŚCI DOPUSZCZALNA PARAMETRÓW

Prąd przewodzenia Ip “100 mA

Napięcie wsteczne UR 2 V

Temperatura obudowy ^case -40 + +55 °C

Ter.:”-''"-'przechowywania t ¡.̂  ~^0 ❖ +70 °C

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t = 25°C/ 
   r - '

Nazwa parametru Symbol J edn.
Wartość

Warunki pomiarumin. typ. max.

Moc^promieniowa-
nia

P e
yUW 17 20 €tm

IF = 100 mA

Napięcie przewo
dzenia

UF V 2 2,8
IF *= 100 mA

Częstotliwość
graniczna f

g
MHz 30 35 ^FM = 100 mA

Długość fali od
powiadająca mak
simum charakterys
tyki widmowej nm 800 835 870 IF = 100 mA

Szerokość połów
kowa widma pro
mieniowania

*0,5
nm H 40 80 .

JF = 100 mA »

Pojemność całko
wita

ctot
pF - - 300 UR = 0, f=1 MHz

Moc promieniowania wychodząca ze światłowodu o średnicy 
rdzenia 0 r = 50^um i aperturze numerycznej NA = 0,2,
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Rys, 2 Charakterystyka prądowo-napięci^/a

nys. 3 Zależność dopuszczaliiego prądu przewodzenia od tempera
tury obudoY^y
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Rys. 4 Zależność mocy promieniowania od prądu przewodzenia
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Rys. 5 Charakterystyka widmowa
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